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(57) Abstract

depasit of gallium nitride patterns and the a

sybsm for coating it with a dielectric film whereof the thickn
nitride layers obtained by said method.

(57) Abrégé

La présente invention concermne un procédé de réalisation d°
comprend le dépdit sur un substrat d’une couche de di€lectrique
nit-mre de gallium, dans des conditions de dépdt par épitaxie,
anisotrope et latérale desdits motifs, la croissance latérale &tan
dépdt de !nou'fs_de nitrure de gallium peut &tre effectué ex sity
& recouvrir ccl_u:—ci Par un film dilectrique dont I'épaisseur est
nitrure de gallium susceptibles d’atre obtenues par le procédé.

The invenu'c_on concerns a method for producing a gallium nitride (GaN)
on a substrate a diclectric layer acting as a mask and depositing on the mas

pattems coalesce. The deposit of the gallium nitride patterns can
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(54) Titre: PROCEDE DE REALISATION D'UNE COUCHE EPITAXIALE DE NITRURE DE GALLIUM

epimxi.al layer characterised in that it consists in depositing
ked gallium nitride, by epitaxial deposit, so as to induce the

nisotropic latcral growth of sai_d patterns, the lateral growth being pursued until the different
) be carried out ex-situ by diclectric etching or in-situ by treating the
ess is of the order of one angstrom. The invention also concemns the gallium

une couche €pitaxiale de nitrure de gallium (GaN) caractérisé en ce quil
fonctionnant comme un masque et 1a reprise du substrat masqué par du
de fagon 2 induire le dépdt de motifs de nitrure de gallium et la croissance

t poursuivie jusqu'a )a coalescence des différents motifs. Le procé&dé de
par gravure de délectrique ou in situ par traitement du substrat consistant
de l'ordre de I'angstrdm. L’invention conceme £galement les couches de




